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【57】申請專利範圍
1.　一種去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其特徵在於，包括：
提供基底；

在所述基底內形成溝槽，所述溝槽底部表面具有晶格損傷層；

採用離子束刻蝕製程，以中性粒子束去除所述溝槽底部的晶格損傷層，其中，所述離子

束刻蝕製程的屏柵電壓為 50 V ~200V，屏柵電流為 0.05 A ~0.5A，離子加速偏壓為 100
ACV ~800ACV；
形成所述溝槽之後，所述方法還包括在所述溝槽內形成外延層。

2.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述溝槽的深寬比小於
10：1。

3.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，在所述基底內形成溝槽
之前，還包括在所述基底表面形成掩膜層，以所述掩膜層為掩膜刻蝕所述基底。

4.　如請求項 3所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述掩膜層包括位於所
述基底上的底部抗反射塗層，以及位於所述底部抗反射塗層上的光刻膠層。

5.　如請求項 3所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述掩膜層包括位於所
述基底上的氧氮氧介質層，位於所述氧氮氧介質層上的底部抗反射塗層以及位於所述底

部抗反射塗層上的光刻膠層。

6.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，採用離子束刻蝕製程去
除所述晶格損傷層時，離子束的入射方向與所述基底的法線之間的夾角為 0°~40°。

7.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述離子束刻蝕製程中
的刻蝕腔體壓力為 0.05 mT ~5mT，氣體總流量為 10 sccm ~100sccm，刻蝕時間為 30 s
~300s。
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8.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述離子束刻蝕製程的
刻蝕氣體採用惰性氣體中的一種或多種。

9.　如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述離子束刻蝕製程的
刻蝕氣體採用惰性氣體和反應氣體的混合氣體，所述反應氣體採用氟基氣體和氯基氣體

中的一種或多種。

10.   如請求項 9所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述氟基氣體包括
CxFy，NF3，SF6，WF6，CHF3，CH2F2中的一種或多種，其中 x、y為正整數；所述氯
基氣體包括 Cl2、BCl3、CCl4、SiCl4中的一種或多種。

11.   如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，形成所述外延層之後，
還包括刻蝕所述外延層，形成若干分立排布的鰭部。

12.   如請求項 1所述的去除半導體結構的晶格損傷層的方法，其中，所述外延層的材料包括
鍺矽、矽。

圖式簡單說明

圖 1至圖 7是本發明一實施例中半導體結構的形成方法各步驟結構示意圖；
圖 8至圖 13是本發明第二實施例中半導體結構的形成方法各步驟結構示意圖。
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